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(57) Zusammenfassung: Um Gemeinsame-Source-Span-
nungsschwankungen von einem Differentialverstärker zu re-
duzieren und eine Geschwindigkeitssteigerung eines Lese-
betriebs zu erreichen, wird eine Bildaufnahmevorrichtung
bereitgestellt, mit: einem Differentialverstärker mit einem Dif-
ferentialtransistor und einer Stromquelle, wobei der Differen-
tialtransistor ein Differentialpaar mit dem Pixeltransistor bil-
det und ein Gate aufweist, an das ein Rampensignal einge-
geben wird, wobei die Stromquelle konfiguriert ist zum Lie-
fern eines Stroms, der in dem Differentialpaar fließt; und ei-
nem Scheinpixel mit einem Scheinpixeltransistor, bei dem
ein Hauptknoten elektrisch mit einem Hauptknoten des Pi-
xeltransistors verbunden ist und ein anderer Hauptknoten
elektrisch mit einem anderen Hauptknoten des Pixeltransis-
tors verbunden ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Bildaufnahmevorrichtung, ein Bildaufnahmesys-
tem und ein Verfahren zum Ansteuern einer Bildauf-
nahmevorrichtung.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] In den letzten Jahren nehmen die Forderun-
gen nach einer höheren Pixelanzahl und einer höhe-
ren Bildrate im Gebiet von Bildaufnahmevorrichtun-
gen wie etwa CMOS-Bildsensoren zu. Mit der Ent-
wicklung von CMOS-Prozessminiaturisierungstech-
niken wurden Bildaufnahmevorrichtungen mit einem
Analog-Digital-Wandler entworfen. Zum Beispiel ist
in einer Bildaufnahmevorrichtung, die in der ja-
panischen Patentanmeldungsoffenlegungsschrift Nr.
2005-311487 offenbart ist, eine Vergleichsschaltung,
die in einem AD-Wandler umfasst ist, mit einem Dif-
ferentialtransistor bzw. Differenztransistor versehen,
der ein Differentialpaar bzw. Differenzpaar mit einem
Verstärkertransistor eines Einheitspixels bildet. Es
wurde eine Technik vorgeschlagen, bei der der Diffe-
rentialtransistor Schwellenspannungsschwankungen
aufhebt, die durch den Bodyeffekt ("body bias effect")
hervorgebracht werden.

[0003] In der japanischen Patentanmeldungsoffen-
legungsschrift Nr. 2005-311487 schwankt die Ge-
meinsame-Source-Spannung ("common source vol-
tage") der Transistoren, die ein Differentialpaar bil-
den, aufgrund des Einflusses von feld- bzw. be-
reichsdurchgängigem Rauschen ("field-through noi-
se") eines Rücksetzpulses oder eines Übertragungs-
pulses, wodurch die Bildqualität verschlechtert wird.
Eine Vermeidung dieser Bildverschlechterung erfor-
dert ein Warten auf eine solide Stabilisierung der Ge-
meinsame-Source-Spannung ("common source vol-
tage"), was ein Hindernis zur weiteren Steigerung der
Geschwindigkeit darstellt.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist eine Bildaufnahmevorrich-
tung bereitgestellt, mit: einer Vielzahl von Pixel, je-
weils umfassend einen Übertragungstransistor, der
konfiguriert ist zum Übertragen von elektrischen La-
dungen, die durch fotoelektrische Wandlung erzeugt
werden, einen Pixeltransistor mit einem Gate, an
das die elektrischen Ladungen eingegeben werden,
und einen Rücksetztransistor, der konfiguriert ist zum
Rücksetzen des Gates des Pixeltransistors; einem
Differentialverstärker mit einem Differentialtransistor
und einer Stromquelle, wobei der Differentialtransis-

tor ein Differentialpaar mit dem Pixeltransistor bil-
det und ein Gate aufweist, an das ein Rampensi-
gnal eingegeben wird, wobei die Stromquelle elek-
trisch mit dem Differentialpaar verbunden ist; und ei-
nem Scheinpixel mit einem Scheinpixeltransistor, bei
dem ein Hauptknoten elektrisch mit einem Hauptkno-
ten des Pixeltransistors verbunden ist und ein ande-
rer Hauptknoten elektrisch mit einem anderen Haupt-
knoten des Pixeltransistors verbunden ist.

[0005] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung werden aus der folgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen deutlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1 ist ein Schaltungsblockschaltbild von
einer Bildaufnahmevorrichtung gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0007] Fig. 2 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung.

[0008] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung.

[0009] Fig. 4 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0010] Fig. 5 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixel-
signallesebetrieb gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0011] Fig. 6 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung.

[0012] Fig. 7 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
einem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0013] Fig. 8 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
einem fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0014] Fig. 9 ist ein Zeitdiagramm von einem Pi-
xelsignallesebetrieb gemäß einem sechsten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0015] Fig. 10 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
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einem siebten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0016] Fig. 11 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixel-
signallesebetrieb gemäß dem siebten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0017] Fig. 12 ist ein Schaltbild von einer Spalte von
Pixel und einem Komparator für die Spalte gemäß
einem achten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0018] Fig. 13 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixel-
signallesebetrieb gemäß dem achten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0019] Fig. 14 ist ein Schaltungsblockschaltbild von
einer Bildaufnahmevorrichtung gemäß einem neun-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 15 ist ein Blockschaltbild von einem
Bildaufnahmesystem gemäß einem zehnten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG DER
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0021] Es werden nun bevorzugte Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung im Einklang mit
den begleitenden Zeichnungen ausführlich beschrie-
ben. Jedes des Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung, die nachstehend beschrieben sind,
kann einzeln oder als Kombination von einer Viel-
zahl der Ausführungsbeispiele oder Merkmalen von
diesen implementiert werden, wo dies notwendig ist,
oder wo die Kombination von Elementen oder Merk-
malen aus einzelnen Ausführungsbeispielen in einem
einzigen Ausführungsbeispiel vorteilhaft ist.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0022] Fig. 1 ist ein Schaltungsblockschaltbild von
einer Bildaufnahmevorrichtung gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Die Bildaufnahmevorrichtung gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst ein Pixelfeld 1, eine Vertikal-
abtastschaltung 2, die zum Abtasten von Pixel kon-
figuriert ist, einen Zeitgebungsgenerator (TG) 3, der
zum Steuern des Betriebs der Bildaufnahmevorrich-
tung konfiguriert ist, einen AD-Wandler 4, der zum
Wandeln eines Pixelsignals in ein Digitalsignal konfi-
guriert ist, eine Horizontalabtastschaltung 5 und Spei-
cher 6. Das Pixelfeld 1 umfasst eine Vielzahl von Pi-
xel 10, die in einer zweidimensionalen Matrix entlang
einer Zeilenrichtung und einer Spaltenrichtung ange-
ordnet sind. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Pi-
xel 10 des Pixelfelds 1, das n Zeilen mal m Spalten
von Pixel 10 umfassen kann, in Fig. 1 gezeigt, um die
Beschreibung zu vereinfachen. Die Zeilenrichtung ist
hierin eine horizontale Richtung in den Zeichnungen,

und die Spaltenrichtung ist hierin eine vertikale Rich-
tung in den Zeichnungen. Das Pixelfeld 1 kann auch
ein Brennpunktdetektionspixel, das zum Ausgeben
eines Signals für eine Brennpunktdetektion konfigu-
riert ist, ein Bildaufnahmepixel, das zum Ausgeben
eines Signals zum Erzeugen eines Bilds konfiguriert
ist, und ein optisch schwarzes (OB-)Pixel, das optisch
abgeschirmt ist, umfassen.

[0023] Die Vertikalabtastschaltung 2 empfängt ein
Steuersignal von dem TG 3, um das Pixelfeld 1 ab-
zutasten und zu lesen. Im Speziellen liefert die Ver-
tikalabtastschaltung 2 ein Signal an jede Pixelzeile,
die aus einer Vielzahl von Pixel 10 in der horizonta-
len Richtung besteht, und liest sie ein Pixelsignal aus
der Pixelzeile auf eine einschlägige Vertikalsignallei-
tung VL. Das gelesene Pixelsignal wird durch den
AD-Wandler 4 auf Spaltenbasis von einem Analogsi-
gnal in ein Digitalsignal gewandelt.

[0024] Der AD-Wandler 4 umfasst Komparatoren
40, eine Referenzsignalerzeugungseinheit 41, ei-
nen Zähler 42 und Register bzw. Latches 43, und
er führt eine Analog-Digital-Wandlung eines Pixelsi-
gnals aus. Die Referenzsignalerzeugungseinheit 41
umfasst eine Digital-Analog-(DA-)Wandlungsschal-
tung und eine Signalerzeugungsschaltung zum Er-
zeugen eines Referenzsignals (eines Rampensi-
gnals), das seine Spannung mit der Zeit ändert. Je-
der Komparator 40 umfasst einen Differentialverstär-
ker bzw. Differenztransistor, der zum Vergleichen der
Spannung eines Pixelsignals mit der Spannung des
Referenzsignals konfiguriert ist. Der Zähler 42 wird
über alle Spalten hinweg gemeinsam benutzt, und
er erzeugt einen Zählerwert, der mit dem Referenz-
signal in Synchronisation steht. Zu der Zeit, zu der
das Ergebnis des Vergleichs in einem Komparator
40 umgekehrt wird, hält das einschlägige Register 43
den Zählerwert. Der Zählerwert, der in dem Register
43 gehalten wird, wird als ein Digitalsignal von dem
AD-Wandler 4 ausgegeben. Das von dem AD-Wand-
ler 4 ausgegebene Digitalsignal wird in dem einschlä-
gigen Speicher 6 gespeichert, und die Horizontalab-
tastschaltung 5 liest in den Speichern 6 gespeicherte
Digitalsignale der Reihe nach.

[0025] Fig. 2 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte von Pixel 10 und dem Kom-
parator 40 für die Spalte gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel. Jedes Pixel 10 umfasst eine Fotodiode
PD, einen Floating-Diffusion-Knoten FD, einen Über-
tragungstransistor M1, einen Rücksetztransistor M2,
einen Pixeltransistor M3 und einen Auswahltransistor
M4. Jedes Pixel 10 kann so konfiguriert sein, dass der
Floating-Diffusion-Knoten FD, der Rücksetztransistor
M2, der Pixeltransistor M3 und der Auswahltransis-
tor M4 von einer Vielzahl von Fotodioden PD gemein-
sam benutzt werden. Die Transistoren M2 bis M4 sind
nicht auf N-Kanal-MOS-Transistoren beschränkt und
können P-Kanal-MOS-Transistoren sein.
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[0026] Die Fotodiode PD wandelt eingestrahltes
Licht über eine fotoelektrische Wandlung in Elektro-
nen (elektrische Ladungen). Ein Signal ΦTXn (n stellt
die Zeilenzahl dar) wird an ein Gate des Übertra-
gungstransistors M1 geliefert, und, wenn das Signal
ΦTXn auf den hohen Pegel umschaltet, überträgt der
Übertragungstransistor M1 in der Fotodiode PD er-
zeugte elektrische Ladungen an den Floating-Diffusi-
on-Knoten FD. Ein Signal ΦRSn (n stellt die Zeilen-
zahl dar) wird an ein Gate des Rücksetztransistors
M2 geliefert, und, wenn das Signal ΦRSn auf den ho-
hen Pegel umschaltet, setzt der Rücksetztransistor
M2 die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD
auf eine Rücksetzspannung VRS zurück. Ein gleich-
zeitiges Einschalten des Übertragungstransistors M1
und des Rücksetztransistors M2 löscht Elektronen in
der Fotodiode PD. Ein Gate des Pixeltransistors M3
ist mit dem Floating-Diffusion-Knoten FD verbunden.

[0027] Ein Drain des Pixeltransistors M3, der einer
von Hauptknoten des Pixeltransistors M3 ist, ist elek-
trisch mit einer Vertikalsignalleitung VL2 (einer zwei-
ten Signalleitung) verbunden, die für jede Spalte be-
reitgestellt ist, so dass sie von den Pixel 10, die in
der gleichen Spalte liegen, gemeinsam benutzt wird.
Der Auswahltransistor M4 ist auf einem elektrischen
Pfad zwischen einer Source des Pixeltransistors M3
und einer Stromquelle 401 bereitgestellt. Mit anderen
Worten ist die Source des Pixeltransistors M3, die der
andere Hauptknoten des Pixeltransistors M3 ist, über
den Auswahltransistor M4 elektrisch mit einer Verti-
kalsignalleitung VL1 (einer ersten Signalleitung) ver-
bunden, die für jede Spalte bereitgestellt ist, so dass
sie von den Pixel 10, die in der gleichen Spalte liegen,
gemeinsam benutzt wird. Es kann auch gesagt wer-
den, dass die Source des Pixeltransistors M3 elek-
trisch mit der Stromquelle 401 verbunden ist. Ein Si-
gnal ΦSELn (n stellt die Zeilenzahl dar) wird an ein
Gate des Auswahltransistors M4 angelegt, und, wenn
das Signal ΦSELn auf den hohen Pegel umschaltet,
wird der Pixeltransistor M3 elektrisch mit der Vertikal-
signalleitung VL1 verbunden. Ein Pixelsignal wird auf
diese Art und Weise aus dem ausgewählten Pixel 10
gelesen.

[0028] Der Komparator 40 umfasst P-Kanal-MOS-
Transistoren M11 und M12, einen Differentialtran-
sistor bzw. Differenztransistor M13, der ein N-Ka-
nal-MOS-Transistor ist, einen Transistor M14, ein
Schein- bzw. Blind-/Dummypixel 110, die Stromquel-
le 401 und einen Puffer 402. Ein Referenzsignal VR
(Rampensignal), das von der Referenzsignalerzeu-
gungseinheit 41 ausgegeben wird, wird über den
Puffer 402 an ein Gate des Differentialtransistors
M13 eingegeben. Eine Source des Differentialtran-
sistors M13 ist über den Transistor M14, der ein
Gate mit einer Energieversorgungsspannung VDD
verbunden hat, mit der Vertikalsignalleitung VL1 ver-
bunden. Der Differentialtransistor M13 bildet dement-
sprechend ein Differentialpaar bzw. Differenztransis-

tor mit dem Pixeltransistor M3 des ausgewählten Pi-
xels 10, wobei die Vertikalsignalleitung VL1 als ge-
meinsame Source ("common source") dient. Die ge-
meinsame Source (die Vertikalsignalleitung VL1) des
Differentialpaars wird mit Strom von der Stromquelle
401 versorgt.

[0029] Eine Source des Transistors M11 und eine
Source des Transistors M12 sind mit der Energie-
versorgungsspannung VDD verbunden. Ein Gate des
Transistors M11 und ein Gate des Transistors M12
sind miteinander verbunden. Das Gate des Transis-
tors M11 ist auch mit einem Drain des Transistors
M11 verbunden. Die Transistoren M11 und M12 bil-
den ein Stromspiegelpaar mit einem Spiegelverhält-
nis von 1 und können dementsprechend einen Strom-
fluss aufweisen, der gleich ist. Das Gate und der
Drain des Transistors M11 sind mit der Vertikalsignal-
leitung VL2 verbunden. Ein Strom von dem Transis-
tor M11, der eine Hälfte des Stromspiegelpaars dar-
stellt, fließt daher über den Pixeltransistor M3 und
den Auswahltransistor M4 des ausgewählten Pixels
10 in die Stromquelle 401. Ein Strom von dem Tran-
sistor M12, der die andere Hälfte des Stromspiegel-
paars darstellt, fließt über den Differentialtransistor
M13 und den Transistor M14 in die Stromquelle 401.

[0030] Ein Differentialverstärker bzw. Differenzver-
stärker ist in der vorstehend beschriebenen Art und
Weise konfiguriert, wobei das Gate des Pixeltran-
sistors M3 des ausgewählten Pixels 10 und das
Gate des Differentialtransistors M13 als Eingangs-
anschlüsse dienen und ein Drain des Differential-
transistors M13 als Ausgangsanschluss OUT dient.
Mit anderen Worten wird ein Ergebnis eines Ver-
gleichs der Spannung des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD des ausgewählten Pixels 10 mit dem Re-
ferenzsignal VR von dem Ausgangsanschluss OUT
ausgegeben. Wenn das Referenzsignal VR höher ist
als die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD,
wird ein Signal niedrigen Pegels von dem Ausgangs-
anschluss OUT ausgegeben. Wenn das Referenzsi-
gnal VR niedriger ist als die Spannung des Floating-
Diffusion-Knotens FD, wird ein Signal hohen Pegels
von dem Ausgangsanschluss OUT ausgegeben.

[0031] Das Schein- bzw. Blind-/Dummypixel 110,
das einen Schein- bzw. Blind-/Dummypixeltransistor
M23 und einen Transistor M24 umfasst, ist mit dem
vorstehend beschriebenen Differentialverstärker ver-
bunden. Ein Drain des Scheinpixeltransistors M23,
der einer von Hauptknoten des Scheinpixeltransis-
tors M23 ist, ist mit der Vertikalsignalleitung VL2
verbunden. Es kann auch gesagt werden, dass der
Drain des Scheinpixeltransistors M23 elektrisch mit
dem Drain des Pixeltransistors M3 verbunden ist. Der
Transistor M24 ist auf einem elektrischen Pfad zwi-
schen einer Source des Scheinpixeltransistors M23,
der der andere Hauptknoten des Scheinpixeltransis-
tors M23 ist, und der Stromquelle 401 verbunden. Mit
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anderen Worten ist die Source des Scheinpixeltran-
sistors M23, der der andere Hauptknoten des Schein-
pixeltransistors M23 ist, über den Transistor M24
mit der Vertikalsignalleitung VL1 verbunden. Es kann
auch gesagt werden, dass die Source des Scheinpi-
xeltransistors M23 elektrisch mit der Stromquelle 401
verbunden ist. Eine Schein- bzw. Blind-/Dummypixel-
spannung VDM wird an ein Gate des Scheinpixeltran-
sistors M23 angelegt, und ein Signal ΦDM1 wird an
ein Gate des Transistors M24 angelegt. In einer Er-
satzstromperiode, in der das Signal ΦDM1 auf dem
hohen Pegel ist, ist eine Source des Transistors M24
elektrisch mit der Vertikalsignalleitung VL1 verbun-
den. Dies ermöglicht, dass der Scheinpixeltransistor
M23 in dem Differentialverstärker ein Fließen eines
Stroms bewirkt, der einen Ersatz für den Strom des
Pixeltransistors M3 darstellt, wobei dieser Schwan-
kungen der Gemeinsame-Source-Spannung ("com-
mon source voltage") reduziert, die durch das feld-
bzw. bereichsdurchgängige Rauschen ("field-through
noise") der Signale ΦRS oder der Signale ΦTX ver-
ursacht werden.

[0032] Der Scheinpixeltransistor M23 und der Tran-
sistor M24 sind wünschenswerterweise so konfigu-
riert, dass sie Eigenschaften aufweisen, die äqui-
valent zu demjenigen des Pixeltransistors M3 und
des Auswahltransistors M4 von jedem Pixel 10 sind.
Dies kann dazu führen, dass der Strom des Scheinpi-
xels 110 mit dem Strom jedes Pixels 10 zusammen-
passt bzw. übereinstimmt, und, wenn das Scheinpi-
xel 110 in dem Differentialverstärker ein Fließen ei-
nes Stroms bewirkt, der einen Ersatz für den Strom
des Pixels 10 darstellt, Gemeinsame-Source-Span-
nungsschwankungen weiter reduzieren. Eine Prä-
misse der folgenden Beschreibung besteht darin,
dass diese Transistoren zueinander äquivalente Kon-
figurationen aufweisen.

[0033] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Hier ist ein Zeitdiagramm von dem Vorgang des Le-
sens von Pixelsignalen der ersten Zeile als Beispiel
gegeben.

[0034] Zu einer Zeit t0 setzt die Vertikalabtastschal-
tung 2 das Signal ΦRS1 auf den hohen Pegel und
das Signal ΦTX1 auf den niedrigen Pegel. Als Fol-
ge hiervon wird in jedem Pixel 10 in der ersten Zei-
le der Rücksetztransistor M2 eingeschaltet, der Über-
tragungstransistor M1 ausgeschaltet und der Floa-
ting-Diffusion-Knoten FD zurückgesetzt. Zu einer Zeit
t1, zu der das Signal ΦSEL1 auf den hohen Pe-
gel umschaltet, wird der Auswahltransistor M4 ein-
geschaltet, und bildet der Pixeltransistor M3 ein Dif-
ferentialpaar mit dem Differentialtransistor M13 des
einschlägigen Komparators 40. Mit anderen Worten
wird der Komparator 40 in einen Zustand versetzt,
in dem der Komparator 40 das Ergebnis eines Ver-
gleichs der Spannung des Gates des Pixeltransistors

M3, d.h. des Floating-Diffusion-Knotens FD, mit dem
Referenzsignal VR ausgeben kann.

[0035] Zu einer Zeit t2 schaltet eine Umschaltung
des Signals ΦRS1 auf den niedrigen Pegel den
Rücksetztransistor M2 aus, was bewirkt, dass der
Floating-Diffusion-Knoten FD die Rücksetzspannung
VRS hält. Der Floating-Diffusion-Knoten FD wechselt
an diesem Punkt aufgrund des feld- bzw. bereichs-
durchgängigen Rauschens des Signals ΦRS1 auf ei-
ne Spannung, die niedriger ist als die Rücksetzspan-
nung VRS. Zu einer Zeit t3 wird die Anfangsspan-
nung des Referenzsignals VR höher eingestellt als
eine Spannung, die der Floating-Diffusion-Knoten FD
aufweist, nachdem das Signal ΦRS1 auf den niedri-
gen Pegel umgeschaltet hat. Ein Signal niedrigen Pe-
gels wird daher von dem Ausgangsanschluss OUT
zu der Zeit t3 ausgegeben. Daher verringert die Re-
ferenzsignalerzeugungseinheit 41 die Spannung des
Referenzsignals VR mit der Zeit (Rampenrücklauf
bzw. -herunterfahren), und zu einer Zeit t4 wird das
Ergebnis des Vergleichs des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD mit dem Referenzsignal VR umgekehrt, wo-
durch bewirkt wird, dass ein Signal hohen Pegels von
dem Ausgangsanschluss OUT ausgegeben wird. Der
Zählerwert des Zählers 42 zu der Zeit t4 wird in dem
einschlägigen Register 43 als ein AD-Wandlungser-
gebnis gehalten. Mit anderen Worten wird ein Pixel-
signal basierend auf der Spannung zu der Zeit, zu
der das Pixel 10 zurückgesetzt wird/ist, über eine AD-
Wandlung gewandelt. In der folgenden Beschreibung
wird die AD-Wandlung eines Pixelsignals basierend
auf der Spannung zu der Zeit einer Rücksetzung als
N-Wandlung bezeichnet. Zu einer Zeit t5, die nach
der N-Wandlung liegt, setzt die Referenzsignalerzeu-
gungseinheit 41 das Referenzsignal VR zurück auf
die Anfangsspannung.

[0036] Zu einer Zeit t6 schaltet eine Umschaltung
des Signals ΦDM1 auf den hohen Pegel den Tran-
sistor M24 ein, wodurch das Scheinpixel 110 aktiviert
wird. Das Signal ΦSEL1 schaltet zu der gleichen Zeit
auf den niedrigen Pegel um, was den Auswahltransis-
tor M4 des Pixels 10 ausschaltet. In der nächsten Pe-
riode von einer Zeit t7 bis zu einer Zeit t8 schaltet eine
Umschaltung des Signals ΦTX1 auf den hohen Pe-
gel den Übertragungstransistor M1 ein, und werden
in der Fotodiode PD angesammelte elektrische La-
dungen an den Floating-Diffusion-Knoten FD übertra-
gen. Nach der Übertragung der elektrischen Ladun-
gen schaltet eine Umschaltung des Signals ΦSEL1
auf den hohen Pegel den Auswahltransistor M4 zu
einer Zeit t9 ein. Zu der gleichen Zeit schaltet eine
Umschaltung des Signals ΦDM1 auf den niedrigen
Pegel den Transistor 24 des Scheinpixels 110 aus. In
der Ersatzstromperiode, in der das Signal ΦDM1 auf
dem hohen Pegel ist (von der Zeit t6 bis zu der Zeit
t9), ist die Scheinpixelspannung VDM auf eine Span-
nung eingestellt, die äquivalent zu einer Spannung
ist, die der Floating-Diffusion-Knoten FD nach einer
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Pixelrücksetzung aufweist. Der Differentialtransistor
M13 und der Scheinpixeltransistor M23 bilden daher
in der Ersatzstromperiode ein Differentialpaar. Ein
Strom, der in dem Pixeltransistor M3 vor der Zeit t6
fließt, fließt während der Ersatzstromperiode in dem
Scheinpixeltransistor M23.

[0037] In dem Zeitdiagramm ist ein Spannung ge-
zeigt, die der Floating-Diffusion-Knoten FD zu der
Zeit t7 und in der darauffolgenden Periode aufweist,
wenn ein Bild eines schwarzen Objekts aufgenom-
men wird. Während die Spannung des Floating-Diffu-
sion-Knotens FD bei der Aufnahme eines schwarzen
Objekts aufgrund des feld- bzw. bereichsdurchgängi-
gen Rauschens des Signals ΦTX1 schwankt, werden
die Gemeinsame-Source-Spannungsschwankungen
des einschlägigen Komparators 40 durch das Schein-
pixel 110 reduziert. Die Länge einer Zeit, bis ein de-
finitives Ergebnis einer AD-Wandlung erhalten wird,
ist kürzer, wenn die Farbe des Aufnahmeobjekts
schwarz ist, als wenn die Farbe des Aufnahme-
objekts weiß ist. Gemeinsame-Source-Spannungs-
schwankungen werden daher bei der Aufnahme ei-
nes schwarzen Objekts reduziert, und eine AD-
Wandlung, die folgt, kann früher begonnen werden
(zu einer Zeit t10). Gemäß der Bildaufnahmevor-
richtung und dem Ansteuerverfahren gemäß diesem
Ausführungsbeispiel wird das Lesen von Pixelsigna-
len schneller gemacht.

[0038] Zu der Zeit t10 verringert die Referenzsignal-
erzeugungseinheit 41 die Spannung des Referenz-
signals VR mit der Zeit. Zu einer Zeit t11 wird das
Ergebnis des Vergleichs des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD mit dem Referenzsignal VR umgekehrt, wo-
durch bewirkt wird, dass ein Signal hohen Pegels von
dem Ausgangsanschluss OUT ausgegeben wird. Der
Zählerwert des Zählers 42 an diesem Punkt wird in
dem einschlägigen Register 43 als AD-Wandlungser-
gebnis gehalten. Ein Pixelsignal, das auf in der Fo-
todiode PD angesammelten elektrischen Ladungen
basiert, wird auf diese Art und Weise über eine AD-
Wandlung gewandelt. In der folgenden Beschreibung
wird die AD-Wandlung eines Pixelsignals, das auf in
der Fotodiode PD angesammelten elektrischen La-
dungen basiert, als S-Wandlung bezeichnet. Darauf-
hin kehrt das Referenzsignal VR zu einer Zeit t12
auf die Anfangsspannung zurück, und setzt eine Um-
schaltung des Signals ΦRS1 auf den hohen Pegel zu
einer Zeit t13 den Floating-Diffusion-Knoten FD zu-
rück. Die zwei Pixelsignale, die über die N-Wandlung
und die S-Wandlung erhalten werden, werden dann
durch korrelierte Doppelabtastung verarbeitet, um ein
Pixelsignal zu erhalten, das das Nach-S-Wandlung-
Pixelsignal darstellt, aus dem eine bei der Rückset-
zung erzeugte Rausch- bzw. Störkomponente ent-
fernt ist.

[0039] Wie beschrieben bildet gemäß diesem Aus-
führungsbeispiel der Scheinpixeltransistor M23 an-

stelle des Pixeltransistors M3 in der Ersatzstrompe-
riode, die eine Periode umfasst, in der der Über-
tragungstransistor M1 eingeschaltet ist, ein Diffe-
rentialpaar mit dem Differentialtransistor M13. Dies
reduziert Gemeinsame-Source-Spannungsschwan-
kungen des Differentialverstärkers und ermöglicht,
dass die Startzeit der AD-Wandlung des Pixelsi-
gnals vorgezogen wird, ohne die Genauigkeit der AD-
Wandlung zu beinträchtigen. Die Ersatzstromperiode
(von der Zeit t6 bis zu der Zeit t9), in der das Signal
ΦDM1 auf dem hohen Pegel ist, muss sich nicht im-
mer mit der Periode decken, in der das Signal ΦSEL1
auf dem niedrigen Pegel ist. Zum Beispiel werden die
gleichen Wirkungen erzielt, wenn die Ersatzstrompe-
riode, in der das Signal ΦDM1 auf dem hohen Pe-
gel ist, die Periode umfasst, in der das Signal ΦSEL1
auf dem niedrigen Pegel ist. Der Scheinpixeltransis-
tor M23 und der Pixeltransistor M3 müssen nicht im-
mer äquivalente Eigenschaften aufweisen, und die
gleichen Wirkungen können durch Anpassung der
Scheinpixelspannung VDM erzielt werden.

[0040] Jedes Pixel 10, das den Auswahltransis-
tor M4 gemäß diesem Ausführungsbeispiel umfasst,
kann den Auswahltransistor M4 nicht aufweisen. Die
Auswahl von einem Pixel 10 wird in diesem Fall be-
wirkt, indem das elektrische Potential des Gates des
Pixeltransistors M3 eingestellt wird. Im Speziellen
werden eine Rücksetzspannung VRS1 zum Nicht-
auswählen des Pixels 10 und eine Rücksetzspan-
nung VRS2 zum Auswählen des Pixels 10 selektiv
als die Rücksetzspannung VRS geliefert, die an den
Rücksetztransistor M2 geliefert wird. Die Rücksetz-
spannung VRS1 wird an den Rücksetztransistor M2
des Pixels 10 geliefert, das nicht auszuwählen ist,
und die Vertikalabtastschaltung 2 stellt auch das Si-
gnal ΦRS für das nicht ausgewählte Pixel 10 auf den
hohen Pegel ein. Dies stellt das elektrische Gatepo-
tential des Pixeltransistors M3 auf ein elektrisches
Potential basierend auf der Rücksetzspannung VRS1
ein, und somit wird das Pixel 10 nicht ausgewählt.
Um ein Pixel 10 auszuwählen, wird andererseits die
Rücksetzspannung VRS2 an den Rücksetztransistor
M2 des Pixels 10 geliefert und stellt die Vertikalab-
tastschaltung 2 auch das Signal ΦRS für das Pixel 10
auf den hohen Pegel ein. Dies stellt das elektrische
Gatepotential des Pixeltransistors M3 auf ein elektri-
sches Potential basierend auf der Rücksetzspannung
VRS2 ein, und somit wird das Pixel 10 ausgewählt.
Da jedes Pixel 10 hier ohne Auswahltransistor M4
bereitgestellt ist, ist es bevorzugt, auch den Transis-
tor M24 aus dem Scheinpixel 110 wegzulassen. Die
Scheinpixelspannung VDM nimmt in diesem Fall ei-
ne Vielzahl von Spannungswerten als die Rücksetz-
spannung VRS1 und die Rücksetzspannung VRS2
ein, um eine Umschaltung zwischen dem Einschalten
des Scheinpixeltransistors M23 und dem Ausschal-
ten des Scheinpixeltransistors M23 zu bewirken. Der
Scheinpixeltransistor M23 ist in dem Pixelfeld 1 be-
reitgestellt, wo die Pixel 10 angeordnet sind. Dies
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macht es einfacher, die Eigenschaften des Scheinpi-
xeltransistors M23 mit den Eigenschaften des Pixelt-
ransistors M3 abzustimmen.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0041] Fig. 4 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte von Pixel 10 und dem Kom-
parator 40 für die Spalte gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Dieses
Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem ers-
ten Ausführungsbeispiel in den Konfigurationen von
dem Berecich, an den das Referenzsignal VR einge-
geben wird, und dem Scheinpixel 110. Nachstehend
werden hauptsächlich die Unterschiede gegenüber
dem ersten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0042] In dem Komparator 40 ist eine Kapazität C1
(eine erste Kapazität) zwischen dem Gate des Diffe-
rentialtransistors M13 und dem Puffer 402 eingefügt.
Das Gate des Differentialtransistors M13 kann über
einen Schalter SW1, der mit einem Signal ΦCRS ge-
steuert wird, elektrisch mit dem Ausgangsanschluss
OUT verbunden werden. Wenn das Signal ΦCRS
auf den hohen Pegel umschaltet, wird eine elektri-
sche Verbindung in dem Schalter SW1 hergestellt,
und werden der Drain und das Gate des Differential-
transistors M13 kurzgeschlossen. In dem Scheinpixel
110 ist das Gate des Scheinpixeltransistors M23 mit
einem Ende einer Kapazität C2 (einer zweiten Kapa-
zität) verbunden, und ist das andere Ende der Kapa-
zität C2 geerdet. Das Gate des Scheinpixeltransistors
M23 kann über einen Schalter SW2, der mit einem
Signal ΦDM2 gesteuert wird, elektrisch mit dem Aus-
gangsanschluss OUT verbunden werden. Wenn das
Signal ΦDM2 auf den hohen Pegel umschaltet, wird
eine elektrische Verbindung in dem Schalter SW2
hergestellt. Der Rest der Konfiguration ist die Gleiche
wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0043] Fig. 5 ist ein Zeitdiagramm von dem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Zu einer Zeit t0 wird das Signal ΦRS1 auf den ho-
hen Pegel gesetzt und wird das Signal ΦTX1 auf den
niedrigen Pegel gesetzt. Als Folge hiervon wird in je-
dem Pixel 10 in der ersten Zeile der Rücksetztran-
sistor M2 eingeschaltet, der Übertragungstransistor
M1 ausgeschaltet und der Floating-Diffusion-Knoten
FD zurückgesetzt. Zu der Zeit t1 schaltet das Signal
ΦSEL1 auf den hohen Pegel um und wird der Aus-
wahltransistor M4 eingeschaltet. Der Pixeltransistor
M3 bildet ein Differentialpaar mit dem Differentialtran-
sistor M13 des einschlägigen Komparators 40, und
das Ergebnis eines Vergleichs der Spannung des
Floating-Diffusion-Knotens FD mit dem Referenzsi-
gnal VR wird von dem Ausgangsanschluss OUT aus-
gegeben.

[0044] Zu der Zeit t2 schaltet eine Umschaltung
des Signals ΦCRS auf den hohen Pegel den Schal-

ter SW1 ein. Das Gate des Differentialtransistors
M13 wird an diesem Punkt elektrisch mit dem Aus-
gangsanschluss OUT verbunden. Mit anderen Wor-
ten arbeitet der Komparator 40 als Spannungsfol-
ger, bei dem ein Ausgang und ein invertierender
Eingang des Differentialverstärkers kurzgeschlossen
sind. Dies gibt dem Gate des Differentialtransistors
M13 die gleiche Spannung wie diejenige des Floa-
ting-Diffusion-Knotens FD. Eine Umschaltung des Si-
gnals ΦDM2 auf den hohen Pegel schaltet den Schal-
ter SW2 ein, wodurch die Spannung des Floating-Dif-
fusion-Knotens FD an das Gate des Scheinpixeltran-
sistor M23 und die Kapazität C2 angelegt wird.

[0045] Zu der Zeit t3 schaltet eine Umschaltung des
Signals ΦRS1 auf den niedrigen Pegel den Rücksetz-
transistor M2 aus. Der Floating-Diffusion-Knoten FD
hält aufgrund des feld- bzw. bereichsdurchgängigen
Rauschens des Signals ΦRS1 eine Spannung, die
niedriger ist als die Rücksetzspannung VRS. Nach-
dem die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens
FD sich beständig setzt bzw. beruhigt, schaltet das
Signal ΦDM2 zu der Zeit t4 auf den niedrigen Pegel
um. Dies schaltet den Schalter SW2 aus, und die Ka-
pazität C2 hält die gleiche Spannung wie diejenige
des Floating-Diffusion-Knotens FD.

[0046] Zu der Zeit t5 schaltet eine Umschaltung des
Signals ΦCRS auf den niedrigen Pegel den Schal-
ter SW1 aus. Dies beendet die Verbindung zwischen
dem Gate und dem Drain des Differentialtransistors
M13, und der Komparator 40 arbeitet als Kompara-
tor. Das Gate des Differentialtransistors M13 hält die
gleiche Spannung wie diejenige des Floating-Diffu-
sion-Knotens FD. Die Referenzsignalerzeugungsein-
heit 41 gibt das Referenzsignal VR aus, das um eine
konstante Offset- bzw. Versatzspannung VR0 nied-
riger ist als die Energieversorgungsspannung VDD,
bevor das Signal ΦCRS auf den niedrigen Pegel um-
schaltet. Während dieser Periode sammelt die Ka-
pazität C1 elektrische Ladungen in einer Menge an,
die durch die Versatzspannung VR0 und die Gate-
spannung des Differentialtransistors M13 bestimmt
wird, und hält sie auch die elektrischen Ladungen,
nachdem das Signal ΦCRS auf den niedrigen Pe-
gel umschaltet. Das Gate des Differentialtransistors
M13 hält die gleiche Spannung wie diejenige des
Floating-Diffusion-Knotens FD, und die Gatespan-
nung des Differentialtransistors M13 ändert sich da-
her um den gleichen Betrag wie der Änderungsbe-
trag des Referenzsignals VR mit Bezug auf die Span-
nung des Floating-Diffusion-Knotens FD. Dement-
sprechend steigt die Gatespannung des Differenti-
altransistors M13 um die Versatzspannung VR0 mit
Bezug auf die Spannung des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD, wenn das Referenzsignal VR zu der Zeit
t6 um die Versatzspannung VR0 auf die Energiever-
sorgungsspannung VDD steigt. Die Gatespannung
des Differentialtransistors M13 in der N-Wandlung-
Periode und der S-Wandlung-Periode ändert sich auf
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die gleiche Art und Weise wie das Referenzsignal
VR, und die Spannung des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD wird mit dem Referenzsignal VR verglichen.
Die Versatzspannung VR0 wird daher wünschens-
werterweise so eingestellt, dass das Pixelsignal den
Wertebereich einer AD-Wandlung in der N-Wandlung
nicht überschreitet.

[0047] In der Periode von der Zeit t7 bis zu der Zeit
t8 vergleicht der Komparator 40 den Floating-Diffusi-
on-Knoten FD mit dem Referenzsignal VR, und wird
ein Zählerwert, der zu der Zeit registriert wird/ist, zu
der das Ergebnis des Vergleichs umgekehrt wird, in
dem einschlägigen Register 43 als AD-Wandlungser-
gebnis gehalten. Die N-Wandlung eines Pixelsignals
basierend auf der Rücksetzspannung ist somit aus-
geführt.

[0048] Nach der N-Wandlung werden eine Pixel-
übertragung und eine S-Wandlung wie bei dem ers-
ten Ausführungsbeispiel ausgeführt. Die Gatespan-
nung des Differentialtransistors M13 ändert sich in
der N-Wandlung-Periode und der S-Wandlung-Pe-
riode ebenfalls auf die gleiche Art und Weise wie
das Referenzsignal VR, und die Spannung des Floa-
ting-Diffusion-Knotens FD wird daher in der gleichen
Art und Weise wie bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel mit dem Referenzsignal VR verglichen. Im Spe-
ziellen setzt die Referenzsignalerzeugungseinheit 41
das Referenzsignal VR zu der Zeit t8 auf die Energie-
versorgungsspannung VDD zurück, und schaltet eine
Umschaltung des Signals ΦSEL1 auf den niedrigen
Pegel zu der Zeit t9 den Auswahltransistor M4 aus.
Zu der gleichen Zeit schaltet eine Umschaltung des
Signals ΦDM1 auf den hohen Pegel den Transistor
M24 ein, wodurch das Scheinpixel 110 aktiviert wird.
In einer Periode von der Zeit t10 bis zu der Zeit t11
schaltet eine Umschaltung des Signals ΦTX1 auf den
hohen Pegel den Übertragungstransistor M1 ein, und
in der Fotodiode PD angesammelte elektrische La-
dungen werden an den Floating-Diffusion-Knoten FD
übertragen. In einer Periode von der Zeit t9 bis zu der
Zeit t12 bilden der Differentialtransistor M13 und der
Scheinpixeltransistor M23 ein Differentialpaar, und
der Scheinpixeltransistor M23 bewirkt in dem Diffe-
rentialverstärker ein Fließen eines Stroms, der einen
Ersatz für den Strom des Pixeltransistors M3 dar-
stellt. Während die Spannung des Floating-Diffusi-
on-Knotens FD bei der Aufnahme eines schwarzen
Objekts aufgrund des feld- bzw. bereichsdurchgängi-
gen Rauschens des Signals ΦTX1 schwankt, werden
die Gemeinsame-Source-Spannungsschwankungen
des Komparators 40 durch das Scheinpixel 110 re-
duziert. Die Länge einer Zeit, bis sich die Gemeinsa-
me-Source-Spannung setzt bzw. beruhigt, wird somit
abgekürzt, und es wird eine Geschwindigkeitssteige-
rung erreicht, während ein Abfall in Signalgenauigkeit
reduziert wird.

[0049] In einer Periode von der Zeit t13 bis zu einer
Zeit t14 vergleicht der Komparator 40 die Spannung
des Floating-Diffusion-Knotens FD und die Gate-
spannung des Differentialtransistors M13, um die AD-
Wandlung eines Pixelsignals auszuführen, das auf in
der Fotodiode PD angesammelten elektrischen La-
dungen basiert (S-Wandlung). Daraufhin setzt eine
Umschaltung des Signals ΦRS1 auf den hohen Pe-
gel zu einer Zeit t15 den Floating-Diffusion-Knoten
FD zurück.

[0050] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird die
Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD durch
den Spannungsfolger an das Gate des Scheinpi-
xeltransistors M23 angelegt. Die Gatespannung des
Scheinpixeltransistors M23 kann daher in einer Art
und Weise gesteuert werden, die für Schwankun-
gen von einem Pixel zu dem anderen geeignet
ist. Dies reduziert Gemeinsame-Source-Spannungs-
schwankungen noch mehr, und es wird eine Ge-
schwindigkeitssteigerung erreicht. Ein weiterer Vor-
teil dieses Ausführungsbeispiels ist zu erkennen,
wenn der Eingangsversatz bzw. -offset des Kompa-
rators 40 stark schwankt, was bei dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel die Einstellung eines AD-Wandlungs-
wertebereichs nötig macht, der weiter ist als der
Eingangswertebereich, um den stark schwankenden
Eingangsversatz unterzubringen bzw. aufzunehmen.
Bei diesem Ausführungsbeispiel stellt andererseits
der Spannungsfolger, der eine negative Rückkopp-
lung verwendet, für jedes Pixel den Anfangswert der
Gatespannung des Differentialtransistors M13 auf
die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD ein.
Dies ermöglicht, dass der Komparator 40 die Span-
nung des Floating-Diffusion-Knotens FD mit dem Re-
ferenzsignal VR vergleicht, während der Eingangs-
versatz aufgehoben wird. Dadurch wird das Erfor-
dernis zur Einstellung eines AD-Wandlungswertebe-
reichs behoben, der Schwankungen des Eingangs-
versatzes berücksichtigt.

(Drittes Ausführungsbeispiel)

[0051] Fig. 6 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte von Pixel 10 und dem Kom-
parator 40 für die Spalte gemäß einem dritten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die-
ses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem
zweiten Ausführungsbeispiel in der Konfiguration von
einer Last des Differentialpaars. Nachstehend wer-
den hauptsächlich die Unterschiede gegenüber dem
zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0052] Der Komparator 40 umfasst ferner Transis-
toren M15 und M16, die P-Kanal-MOS-Transistoren
sind. Eine Vorspannung VB1 wird an ein Gate des
Transistors M15 und ein Gate des Transistors M16
angelegt. Ein Drain des Transistors M12 ist über
den Transistor M16 elektrisch mit dem Drain des Dif-
ferentialtransistors M13 verbunden. Der Drain des
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Transistors M11 ist über den Transistor M15 elek-
trisch mit der Vertikalsignalleitung VL2 verbunden.
Das Gate des Transistors M11 und ein Gate des
Transistors M12 sind elektrisch mit der Vertikalsignal-
leitung VL2 verbunden. Die Transistoren M11, M12,
M15 und M16 bilden daher eine Kaskodenstromspie-
gelgruppe, und sie fungieren als Last des Differen-
tialpaars. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist
ein Differentialverstärker konfiguriert, der den Floa-
ting-Diffusion-Knoten FD des ausgewählten Pixels
10 als nicht invertierenden Eingangsanschluss und
das Gate des Differentialtransistors M13 als invertie-
renden Eingangsanschluss aufweist. Der Differenti-
alverstärker kann, selektiv durch das Schalten des
Schalters SW1, als Spannungsfolger oder Kompa-
rator arbeiten. Ein Pixelsignallesebetrieb gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel ist so, wie es in Fig. 5 ver-
anschaulicht ist. Daher können bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die gleichen Wirkungen wie diejenigen
bei dem zweiten Ausführungsbeispiel erzielt werden.

(Viertes Ausführungsbeispiel)

[0053] Fig. 7 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte des Pixelfelds 1 und dem
Komparator 40 für die Spalte gemäß einem vier-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von
dem zweiten Ausführungsbeispiel in den Konfigura-
tionen von der Last des Differentialpaars. Nachste-
hend werden hauptsächlich die Unterschiede gegen-
über dem zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0054] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Tran-
sistor M12 in einer Hälfte eines Differentialpaars be-
reitgestellt. Eine Vorspannung VB2 wird an das Gate
des Transistors M12 angelegt, und der Transistors
M12 arbeitet als Stromquelle. In der anderen Hälf-
te des Differentialpaars ist die Vertikalsignalleitung
VL2 elektrisch mit der Energieversorgungsspannung
VDD verbunden. Auch bei diesem Ausführungsbei-
spiel ist ein Differentialverstärker konfiguriert, der den
Ausgangsanschluss OUT als Ausgang, den Floating-
Diffusion-Knoten FD des ausgewählten Pixels 10 als
nicht invertierenden Eingang und das Gate des Dif-
ferentialtransistors M13 als invertierenden Eingangs-
anschluss aufweist. Daher können bei diesem Aus-
führungsbeispiel die gleichen Wirkungen wie diejeni-
gen bei dem zweiten Ausführungsbeispiel erzielt wer-
den.

(Fünftes Ausführungsbeispiel)

[0055] Fig. 8 ist eine Darstellung zum Veranschau-
lichen von einer Spalte des Pixelfelds 1 und dem
Komparator 40 für die Spalte gemäß einem fünf-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von
dem zweiten Ausführungsbeispiel in der Konfigurati-
on von der Last des Differentialpaars. Nachstehend

werden hauptsächlich die Unterschiede gegenüber
dem zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0056] Der Komparator 40 umfasst ferner Transis-
toren M15 und M16, die P-Kanal-MOS-Transistoren
sind, und Transistoren M17 und M18, die N-Kanal-
MOS-Transistoren sind. Der Transistor M15 bildet ein
Stromspiegelpaar mit dem Transistor M11, und der
Transistor M16 bildet ein Stromspiegelpaar mit dem
Transistor M12. Die Transistoren M17 und M18 bil-
den ein weiteres Stromspiegelpaar. In dem Strom-
spiegelpaar, das aus den Transistoren M12 und M16
besteht, gibt der Transistor M16 den gleichen Strom
aus wie den Drainstrom des Differentialtransistors
M13. Ströme, die in den Transistoren M17 und M18
fließen, die ein Stromspiegelpaar bilden, sind gleich.
Ströme, die in den Transistoren M11 und M15 flie-
ßen, die ein Stromspiegelpaar bilden, sind ebenfalls
gleich. In dem Transistor M15 fließt der gleich Strom
wie der Drainstrom des Differentialtransistors M13.
Ein Drain des Transistors M15 und ein Drain des
Transistors M18 sind miteinander verbunden, um als
der Ausgangsanschluss OUT zu dienen. Der Aus-
gangsanschluss OUT ist über die Schalter SW1 und
SW2 mit zwei Eingangsanschlüssen des Differential-
verstärkers verbunden.

[0057] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist ein
Differentialverstärker konfiguriert, der den Ausgangs-
anschluss OUT als Ausgang, den Floating-Diffusi-
on-Knoten FD des ausgewählten Pixels 10 als nicht
invertierenden Eingang und das Gate des Differen-
tialtransistors M13 als invertierenden Eingangsan-
schluss aufweist. Daher können die gleichen Wirkun-
gen wie diejenigen bei dem zweiten Ausführungsbei-
spiel erzielt werden.

(Sechstes Ausführungsbeispiel)

[0058] Als Nächstes wird eine Bildaufnahmevorrich-
tung gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Dieses Aus-
führungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten
Ausführungsbeispiel in einer Betriebszeitsteuerung.
Nachstehend wird hauptsächlich der Unterschied ge-
genüber dem ersten Ausführungsbeispiel beschrie-
ben.

[0059] Fig. 9 ist ein Zeitdiagramm von einem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Zu der Zeit t0 setzt die Vertikalabtastschaltung 2 das
Signal ΦRS1 auf den hohen Pegel und das Signal
ΦTX1 auf den niedrigen Pegel. Dies setzt den Floa-
ting-Diffusion-Knoten FD zurück. Zu der Zeit t1 ändert
eine Umschaltung des Signals ΦRS1 auf den niedri-
gen Pegel die Spannung des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD auf eine Spannung, die aufgrund des feld-
bzw. bereichsdurchgängigen Rauschen des Signals
ΦRS1 niedriger ist als die Rücksetzspannung VRS.
In einer Periode, bis die Spannung des Floating-Dif-
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fusion-Knotens FD ausgehend von dem Anfangszu-
stand (Zeit t0) sich setzt bzw. beruhigt (Zeit t2), hält
die Vertikalsignalschaltung 2 das Signal ΦSEL1 auf
dem niedrigen Pegel und das Signal ΦDM1 auf dem
hohen Pegel. Dementsprechend wird der Transistor
M24 des Scheinpixels 10 eingeschaltet und wird ein
Differentialverstärker konfiguriert, an den die Schein-
pixelspannung VDM und das Referenzsignal VR ein-
gegeben werden.

[0060] Zu der Zeit t2 setzt die Vertikalabtastschal-
tung 2 das Signal ΦSEL1 auf den hohen Pegel und
das Signal ΦDM1 auf den niedrigen Pegel. Als Fol-
ge hiervon wird ein Differentialverstärker konfiguriert,
an den die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens
FD des ausgewählten Pixels 10 und das Referenz-
signal VR eingegeben werden. Zu der Zeit t13 ver-
ringert die Referenzsignalerzeugungseinheit 41 die
Spannung des Referenzsignals VR mit der Zeit, um
eine N-Wandlung auszuführen. Die Scheinpixelspan-
nung VDM an diesem Punkt wird auf eine Span-
nung eingestellt, die der Floating-Diffusion-Knoten
FD nach der Rücksetzung aufweist, und die Gemein-
same-Source-Spannung des Differentialverstärkers
schwankt daher in eine Periode von dem Anfangszu-
stand bis zu der N-Wandlung nicht. Die Länge der
Zeit von der Pixelrücksetzung bis zu der N-Wandlung
wird dementsprechend abgekürzt.

[0061] Nachdem die N-Wandlung zu der Zeit t4 ab-
geschlossen ist, setzt die Vertikalabtastschaltung 2
das Signal ΦTX1 auf den hohen Pegel, und wer-
den elektrische Ladungen in einer Periode von der
Zeit t5 bis zu der Zeit t6 von der Fotodiode PD an
den Floating-Diffusion-Knoten FD übertragen. Zu der
Zeit t7 ändert die Referenzsignalerzeugungseinheit
41 die Spannung des Referenzsignals VR mit der
Zeit, um eine S-Wandlung auszuführen. Nachdem
die S-Wandlung zu der Zeit t8 abgeschlossen ist,
setzt die Vertikalabtastschaltung 2 zu der Zeit t9 das
Signal ΦSEL1 auf den niedrigen Pegel und das Si-
gnal ΦDM1 auf den hohen Pegel. Zu der Zeit t10 setzt
die Vertikalabtastschaltung 2 das Signal ΦRS1 auf
den hohen Pegel, wodurch die Pixel 10 der nächsten
Zeile in einen Anfangszustand für ein Lesen gebracht
werden.

[0062] Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden
Gemeinsame-Source-Spannungsschwankungen bei
einer Rücksetzung reduziert, und wird das Lesen von
Pixelsignalen entsprechend schneller gemacht.

(Siebtes Ausführungsbeispiel)

[0063] Fig. 10 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte des Pixelfelds 1 und dem Kom-
parator 40 für die Spalte gemäß einem siebten Aus-
führungsbeispiel. Dieses Ausführungsbeispiel unter-
scheidet sich von dem zweiten Ausführungsbeispiel
in der Konfiguration des Scheinpixels 10 und stellt

eine zusätzliche Wirkung der Minderung einer Ver-
dunkelung genannten Phänomens bereit, das bei ho-
her Helligkeit auftritt. Die Verdunkelung ist ein Phäno-
men, bei dem der Eintritt von Licht hoher Helligkeit ei-
nen Abfall bzw. Rückgang der Grauskala verursacht
und das Bild verdunkelt. Wenn einfallendes Licht ho-
he Helligkeit hat, laufen elektrische Ladungen von der
Fotodiode PD auf den Floating-Diffusion-Knoten FD
über, wodurch eine Spannung abgesenkt wird, die
der Floating-Diffusion-Knoten FD bei der Rückset-
zung aufweist. Wenn elektrische Ladungen der Fo-
todiode PD nachfolgend an den Floating-Diffusion-
Knoten FD übertragen werden, wird die Spannung
des Floating-Diffusion-Knotens FD, die bereits nied-
rig ist, gesättigt und ändert sie sich kaum mehr. Dies
macht die Differenz zwischen dem Pixelsignal zu der
Zeit einer Rücksetzung und dem Pixelsignal nach
der Übertagung von elektrischen Ladungen gering,
was einen Abfall bzw. einem Rückgang der Grauska-
la und die Verdunkelung eines Bilds verursacht, das
durch korrelierte Doppelabtastung erhalten wird. Ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel kann das Verdun-
kelungsphänomen gemindert werden. Nachstehend
wird hauptsächlich der Unterschied gegenüber dem
zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0064] Das Scheinpixel 110 gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst, zusätzlich zu den Komponen-
ten des Scheinpixels 10 gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel, einen Multiplexer SW3, der mit ei-
nem Signal ΦDM3 gesteuert wird. Wenn das Signal
ΦDM3 auf dem niedrigen Pegel ist, wird das Gate des
Scheinpixeltransistors M23 mit einem der Anschlüs-
se der Kapazität C2 elektrisch verbunden. Wenn das
Signal ΦDM3 auf dem hohen Pegel ist, wird das
Gate des Scheinpixeltransistors M23 mit einer En-
ergieversorgungsspannung (Referenzspannung) VN
elektrisch verbunden.

[0065] Fig. 11 ist ein Zeitdiagramm von dem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Zu der Zeit t0 ist das Signal ΦRS1 auf dem hohen
Pegel. Zu der Zeit t1 schaltet das Signal ΦSEL1 auf
den hohen Pegel um und wird eine Spannung ausge-
geben, die der Floating-Diffusion-Knoten FD zu der
Zeit der Rücksetzung aufweist. Zu der Zeit t2 erreicht
das Signal ΦCRS den hohen Pegel und arbeitet der
Differentialverstärker als Spannungsfolger. Mit dem
Signal ΦDM2 auf dem hohen Pegel und dem Si-
gnal ΦDM3 auf dem niedrigen Pegel wird die Span-
nung von dem Ausgangsanschluss OUT an das Gate
des Scheinpixeltransistors M23 angelegt. Mit ande-
ren Worten wird dem Gate des Scheinpixeltransis-
tors M23 die gleiche Spannung gegeben wie diejeni-
ge des Floating-Diffusion-Knotens FD.

[0066] Zu der Zeit t3 schaltet das Signal ΦRS1 auf
den niedrigen Pegel um, und weist der Floating-Diffu-
sion-Knoten FD eine Spannung auf, die aufgrund des
feld- bzw. bereichsdurchgängigen Rauschens niedri-
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ger ist als die Rücksetzspannung VRS. Zu der Zeit
t4 schaltet das Signal ΦDM2 auf den niedrigen Pegel
um und hält die Kapazität C2 die gleiche Spannung
wie diejenige des Floating-Diffusion-Knotens FD. Zu
der Zeit t5 schaltet das Signal ΦCRS auf den nied-
rigen Pegel um und arbeitet der Differentialverstär-
ker als Komparator. Zu der Zeit t6 gibt die Referenz-
signalerzeugungseinheit 41 das Referenzsignal VR
aus, das die Energieversorgungsspannung VDD auf-
weist.

[0067] Zu der Zeit t7 schaltet das Signal ΦDM3 auf
den hohen Pegel um und wird die Energieversor-
gungsspannung VN an das Gate des Scheinpixelt-
ransistors M23 angelegt. Das Signal ΦDM1 schaltet
zu der gleichen Zeit auf den hohen Pegel um, wo-
durch der Transistor M24 des Scheinpixels 110 ein-
geschaltet wird. Mit anderen Worten werden das Pi-
xel 10 und das Scheinpixel 110 mit den Vertikalsignal-
leitungen VL1 und VL2 elektrisch verbunden. In ei-
ner Periode von der Zeit t8 bis zu der Zeit t9 wird ei-
ne der Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD
des ausgewählten Pixels 10 und der Energieversor-
gungsspannung VN, die höher ist, mit dem Referenz-
signal VR verglichen, um eine N-Wandlung auszufüh-
ren. Zu der Zeit t10 schaltet das Signal ΦDM3 auf
den niedrigen Pegel um und wird die Spannung der
Kapazität C2 (die Spannung des Floating-Diffusion-
Knotens FD) an eine Basis des Scheinpixeltransis-
tors M23 angelegt.

[0068] Nachdem das Signal ΦSEL1 zu der Zeit t11
auf den niedrigen Pegel umschaltet, bewirkt eine Um-
schaltung des Signals ΦTX1 auf den hohen Pegel zu
der Zeit t12 eine Übertragung von elektrischen La-
dungen der Fotodiode PD an den Floating-Diffusion-
Knoten FD. Das Signal ΦTX1 schaltet zu der Zeit t13
auf den niedrigen Pegel um, und das Signal ΦSEL1
schaltet zu der Zeit t14 auf den hohen Pegel um. Ei-
ne Umschaltung des Signals ΦDM1 auf den niedri-
gen Pegel zu der gleichen Zeit schaltet den Transistor
M24 des Scheinpixels 110 aus. In einer nachfolgen-
den Periode von der Zeit t15 bis zu einer Zeit t16 wird
die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD in
dem ausgewählten Pixel 10 mit dem Referenzsignal
VR verglichen, um eine S-Wandlung abzuschließen.

[0069] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das Si-
gnal ΦDM3 während einer Periode, die die N-Wand-
lung umfasst (einer Periode von der Zeit t7 bis zu
der Zeit t10), auf dem hohen Pegel. Zu der gleichen
Zeit wie die Umschaltung des Signals ΦDM3 auf den
hohen Pegel schaltet das Signal ΦDM1 auf den ho-
hen Pegel um, und behält es den hohen Pegel bis zu
der Zeit t14 bei, die nach der Übertragung von elek-
trischen Ladungen in der Fotodiode PD liegt. Dies
macht sowohl das ausgewählte Pixel 10 als auch
das Scheinpixel 110 in der N-Wandlung-Periode ak-
tiv. Eine der Spannung des Floating-Diffusion-Kno-
tens FD des ausgewählten Pixels 10 und der Ener-

gieversorgungsspannung VN, die höher ist, wird in
diesem Fall mit dem Referenzsignal VR verglichen.
Wenn die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens
FD unter die Energieversorgungsspannung VN ab-
fällt, wird der Pixeltransistor M3 ausgeschaltet. Dem-
entsprechend erzielt eine Einstellung der Energie-
versorgungsspannung VN auf einen geeigneten Pe-
gel eine Pseudoreduzierung der Signalspannung auf
die Energieversorgungsspannung VN, nachdem der
Floating-Diffusion-Knoten FD zurückgesetzt ist, trotz
eines Abfalls der Spannung des Floating-Diffusion-
Knotens FD. Mit anderen Worten wird eine N-Wand-
lung durch Vergleich der Energieversorgungsspan-
nung VN mit dem Referenzsignal VR ausgeführt,
wenn Licht mit hoher Helligkeit eingestrahlt wird und
die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens FD zu
der Zeit der Rücksetzung niedriger ist als die Energie-
versorgungsspannung VN. Das Verdunkelungsphä-
nomen wird dadurch in einem Bild gemindert, das
durch korrelierte Doppelabtastung erhalten wird. Zu-
sätzlich hindert eine Verbindung der Energieversor-
gungsspannung VN mit dem Gate des Scheinpixelt-
ransistors M23 in der N-Wandlung-Periode nicht die
Wirkung einer Reduzierung von Gemeinsame-Sour-
ce-Spannungsschwankungen bei einer Pixelübertra-
gung. Dieses Ausführungsbeispiel stellt somit die
Wirkung einer Minderung des Verdunkelungsphäno-
mens bei hoher Helligkeit zusätzlich zu den Wirkun-
gen des zweiten Ausführungsbeispiels bereit.

(Achtes Ausführungsbeispiel)

[0070] Fig. 12 ist ein Schaltbild zum Veranschauli-
chen von einer Spalte des Pixelfelds 1 und dem Kom-
parator 40 für die Spalte gemäß einem achten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die-
ses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem
ersten Ausführungsbeispiel in der Konfiguration des
Scheinpixels 110. Nachstehend werden hauptsäch-
lich die Unterschiede gegenüber dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben.

[0071] Das Schein- bzw. Blind-/Dummypixel 110 ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel ist in der gleichen
Art und Weise wie das Pixel 10 konfiguriert und
umfasst, zusätzlich zu dem Schein- bzw. Blind-/
Dummypixeltransistor M23, eine Fotodiode PD, ei-
nen Schein- bzw. Blind-/Dummypixelübertragungs-
transistor M21, einen Schein- bzw. Blind-/Dummy-
pixelrücksetztransistor M22 und einen Schein- bzw.
Blind-/Dummypixelauswahltransistor M24. Ein Signal
ΦTXDM wird an ein Gate des Scheinpixelübertra-
gungstransistors M21 geliefert, und eine Umschal-
tung des Signals ΦTXDM auf den hohen Pegel schal-
tet den Scheinpixelübertragungstransistor M21 ein.
Ein Signal ΦRSDM wird an ein Gate des Scheinpixel-
rücksetztransistors M22 geliefert. Eine Umschaltung
des Signals ΦRSDM auf den hohen Pegel schaltet
den Scheinpixelrücksetztransistor M22 ein, und die
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Gatespannung des Scheinpixeltransistors M23 wird
auf die Rücksetzspannung VRS zurückgesetzt.

[0072] Fig. 13 ist ein Zeitdiagramm von dem Pixelsi-
gnallesebetrieb gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Zu der Zeit t0 sind das Signal ΦRSDM und das Si-
gnal ΦTXDM auf dem hohen Pegel, und die Fotodi-
ode PD des Scheinpixels 110 und die Gatespannung
des Scheinpixeltransistors M23 werden/sind zurück-
gesetzt. Zu der Zeit t2 schaltet eine Umschaltung
des Signals ΦTXDM auf den niedrigen Pegel den
Scheinpixelübertragungstransistor M21 aus. Zu der
Zeit t3 schaltet das Signal ΦRS1 auf den niedrigen
Pegel um, und schaltet das Signal ΦRSDM eben-
so auf den niedrigen Pegel um. Die Gatespannung
des Scheinpixeltransistors M23 schwankt an diesem
Punkt in der gleichen Art und Weise, wie der Floa-
ting-Diffusion-Knoten FD des ausgewählten Pixels
10 spannungsmäßig schwankt. Kurz gesagt fällt die
Gatespannung des Scheinpixeltransistors M23 auf-
grund des feld- bzw. bereichsdurchgängigen Rau-
schens des Signals ΦRS1 unter die Rücksetzspan-
nung VRS ab. In einer Periode von der Zeit t4 bis
zu der Zeit t5 wird die Spannung des Floating-Diffusi-
on-Knotens FD des ausgewählten Pixels 10 mit dem
Referenzsignal VR verglichen, um eine N-Wandlung
auszuführen. In einer Periode von der Zeit t6 bis
zu der Zeit t9 schaltet das Signal ΦSEL1 auf den
niedrigen Pegel um, schaltet das Signal ΦDM1 auf
den hohen Pegel um, und wird ein Differentialpaar
aus dem Differentialtransistor M13 und dem Schein-
pixeltransistor M23 gebildet. In einer Periode von
der Zeit t7 bis zu der Zeit t8 schaltet das Signal
ΦTX1 auf den hohen Pegel um, und Gemeinsame-
Source-Spannungsschwankungen des Komparators
40 werden durch das Scheinpixel 110 reduziert, wäh-
rend die Spannung des Floating-Diffusion-Knotens
FD schwankt. In einer Periode von der Zeit t10 bis
zu der Zeit t11 wird eine S-Wandlung ausgeführt, und
das Signal ΦRSDM und das Signal ΦTXDM werden
auf dem niedrigen Pegel gehalten. Das Signal ΦRS1
schaltet zu der Zeit t12 auf den hohen Pegel um. Dar-
aufhin werden das Signal ΦRSDM und das Signal
ΦTXDM zum Lesen der nächsten Zeile auf den ho-
hen Pegel gesetzt.

[0073] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist die
Gatespannung des Scheinpixeltransistors M23 äqui-
valent zu einer Spannung, die der Floating-Diffusi-
on-Knoten FD nach der Pixelrücksetzung aufweist,
und zwar bis die Ersatzstromperiode, die die Über-
tragungsperiode elektrischer Ladungen (eine Periode
von der Zeit t6 bis zu der Zeit t9) umfasst, abge-
schlossen ist. Dies bedeutet, dass das Scheinpixel
110 gemäß diesem Ausführungsbeispiel auch zum
Reduzieren von Gemeinsame-Source-Spannungs-
schwankungen des Komparators 40 im Stande ist,
und dass die gleichen Wirkungen die diejenigen
bei dem zweiten Ausführungsbeispiel erzielt werden.
Während das Scheinpixel 110 gemäß diesem Aus-

führungsbeispiel die Fotodiode PD umfasst, werden
die gleichen Wirkungen mit einem Null- bzw. Leerpi-
xel erzielt, das keine Fotodiode umfasst.

(Neuntes Ausführungsbeispiel)

[0074] Fig. 14 ist ein Schaltungsblockschaltbild von
einer Bildaufnahmevorrichtung gemäß einem neun-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von
dem ersten Ausführungsbeispiel in der Konfiguration
des Zählers 42. Im Speziellen ist der Zähler 42, der
bei dem ersten Ausführungsbeispiel über alle Spal-
ten hinweg gemeinsam benutzt wird, um eine AD-
Wandlung auszuführen, bei diesem Ausführungsbei-
spiel für jede Spalte bereitgestellt. Jeder Zähler 42
zählt bei einer N-Wandlung herunter und zählt bei
einer S-Wandlung herauf. Der Zählerwert des Zäh-
lers 42 nach einer S-Wandlung bezeichnet daher eine
Differenz zwischen dem durch die S-Wandlung ge-
wandelten Pixelsignal und dem durch die N-Wand-
lung gewandelten Pixelsignal. Dieses Ausführungs-
beispiel kann ebenfalls die gleichen Wirkungen wie
diejenigen bei dem ersten Ausführungsbeispiel be-
reitstellen.

(Zehntes Ausführungsbeispiel)

[0075] Die Bildaufnahmevorrichtungen der Ausfüh-
rungsbeispiele, die vorstehend beschrieben sind,
sind auf verschiedene Bildaufnahmesysteme an-
wendbar. Beispiele der Bildaufnahmesysteme um-
fassen digitale Stehbildkameras, digitale Camcorder
und Überwachungskameras. Fig. 15 ist eine Darstel-
lung von einer digitalen Stehbildkamera als ein Bei-
spiel eines Bildaufnahmesystems, auf das die Bild-
aufnahmevorrichtung von einem der Ausführungsbei-
spiele angewandt ist.

[0076] Das Bildaufnahmesystem, das in Fig. 15 als
Beispiel veranschaulicht ist, umfasst eine Bildauf-
nahmevorrichtung 154, eine Sperre bzw. Abdeckung
151, die zum Schützen einer Linse bzw. eines Ob-
jektivs 152 konfiguriert ist, die Linse bzw. das Ob-
jektiv 152, die bzw. das zum Bilden eines optischen
Bilds eines Objekts in der Bildaufnahmevorrichtung
154 konfiguriert ist, und eine Blende 153, die zum
Variieren der Lichtmenge konfiguriert ist, die durch
die Linse bzw. das Objektiv 152 fällt. Die Linse bzw.
das Objektiv 152 und die Blende 153 bilden ein
optisches System, das zum Sammeln von Licht in
der Bildaufnahmevorrichtung 154 konfiguriert ist. Die
Bildaufnahmevorrichtung 154 ist eine der Bildaufnah-
mevorrichtungen von einem beliebigen der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsbeispiele. Das Bild-
aufnahmesystem gemäß Fig. 15 umfasst auch ei-
ne Ausgangssignalverarbeitungseinheit 155, die zum
Verarbeiten eines Ausgangssignals konfiguriert ist,
das von der Bildaufnahmevorrichtung 154 ausge-
geben wird. Die Ausgangssignalverarbeitungseinheit
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155 erzeugt ein Bild basierend auf einem Signal, das
von der Bildaufnahmevorrichtung 154 ausgegeben
wird. Im Speziellen führt die Ausgangssignalverarbei-
tungseinheit 155, je nach Bedarf, eine zusätzliche
Verarbeitung einschließlich verschiedener Korrektu-
ren und Komprimierung aus, und gibt sie dann Bild-
daten aus. Die Ausgangssignalverarbeitungseinheit
155 führt auch eine Brennpunktdetektion durch die
Verwendung eines von der Bildaufnahmevorrichtung
154 ausgegebenen Signals aus.

[0077] Das Bildaufnahmesystem gemäß Fig. 15
umfasst ferner eine Pufferspeichereinheit 156, in
der Bilddaten vorübergehend gespeichert werden,
und eine Externschnittstelleneinheit (Extern-I/F-Ein-
heit) 157, die zum Halten einer Kommunikation zu
und von einem externen Computer oder derglei-
chen konfiguriert ist. Das Bildaufnahmesystem um-
fasst auch ein Aufzeichnungsmedium 159 wie etwa
einen Halbleiterspeicher, in den aufgenommene Bild-
daten gelesen und aufgezeichnet werden, und ei-
ne Aufzeichnungsmediumsteuerschnittstelleneinheit
(Aufzeichnungsmedium-Steuer-I/F-Einheit) 158, die
zum Aufzeichnen und Lesen von Daten in dem Auf-
zeichnungsmedium 159 konfiguriert ist. Das Auf-
zeichnungsmedium 159 kann in dem Bildaufnahme-
system eingebaut oder ein austauschbares Medium
sein.

[0078] Das Bildaufnahmesystem umfasst ferner ei-
ne allgemeine Steuer-/Betriebseinheit 1510, die zum
Durchführen verschiedener Arten von Berechnung
und einer umfassenden Steuerung der digitalen Steh-
bildkamera konfiguriert ist, und eine Zeitgebungser-
zeugungseinheit 1511 die zum Ausgeben von ver-
schiedenen Zeitgebungssignalen an die Bildaufnah-
mevorrichtung 154 und die Ausgangssignalverarbei-
tungseinheit 155 konfiguriert ist. Die Zeitgebungs-
signale und andere Signale können von außerhalb
eingegeben werden, und das Bildaufnahmesystem
muss nur zumindest die Bildaufnahmevorrichtung
154 und die Ausgangssignalverarbeitungseinheit 155
umfassen, die zum Verarbeiten eines Ausgangssi-
gnals konfiguriert ist, das von der Bildaufnahmevor-
richtung 154 ausgegeben wird.

[0079] Wie es vorstehend beschrieben ist, ist das
Bildaufnahmesystem gemäß diesem Ausführungs-
beispiel für einen Bildaufnahmebetrieb durch Ver-
wendung der Bildaufnahmevorrichtung 154 befähigt.

(Weitere Ausführungsbeispiele)

[0080] Während eine Bildaufnahmevorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung beschrieben wur-
de, ist die vorliegende Erfindung nicht auf die vorste-
hend gegebenen Ausführungsbeispiele beschränkt,
und die Ausführungsbeispiele dienen nicht dazu, ge-
eignete Modifikationen und Abwandlungen zu unter-
binden, die mit dem Grundgedanken der vorliegen-

den Erfindung zusammenpassen. Zum Beispiel kön-
nen einige der Konfigurationen des ersten bis zehn-
ten Ausführungsbeispiels kombiniert werden. Die Po-
laritäten der N-Kanal-MOS-Transistoren und der P-
Kanal-MOS-Transistoren in den Ausführungsbeispie-
len können vertauscht werden, so dass ein Transis-
tor, der bei den Ausführungsbeispielen ein N-Kanal-
MOS-Transistor ist, stattdessen ein P-Kanal-MOS-
Transistor ist. Wie es bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel beschrieben ist, ist jedes Pixel 10 nicht auf eine
Vier-Transistor-Konfiguration beschränkt, und kann
es eine Drei-Transistor-Konfiguration aufweisen, die
keinen Auswahltransistor umfasst.

[0081] Während die vorliegende Erfindung unter
Bezugnahme auf Ausführungsbeispiele beschrieben
wurde, ist es selbstverständlich, dass die Erfindung
nicht auf die offenbarten Ausführungsbeispiele be-
schränkt ist. Dem Umfang der folgenden Patentan-
sprüche ist die breiteste Auslegung zuzugestehen, so
dass alle derartigen Modifikationen und äquivalente
Strukturen und Funktionen umfasst sind.

[0082] Um Gemeinsame-Source-Spannungs-
schwankungen von einem Differentialverstärker zu
reduzieren und eine Geschwindigkeitssteigerung ei-
nes Lesebetriebs zu erreichen, wird eine Bildaufnah-
mevorrichtung bereitgestellt, mit: einem Differential-
verstärker mit einem Differentialtransistor und einer
Stromquelle, wobei der Differentialtransistor ein Dif-
ferentialpaar mit dem Pixeltransistor bildet und ein
Gate aufweist, an das ein Rampensignal eingegeben
wird, wobei die Stromquelle konfiguriert ist zum Lie-
fern eines Stroms, der in dem Differentialpaar fließt;
und einem Scheinpixel mit einem Scheinpixeltransis-
tor, bei dem ein Hauptknoten elektrisch mit einem
Hauptknoten des Pixeltransistors verbunden ist und
ein anderer Hauptknoten elektrisch mit einem ande-
ren Hauptknoten des Pixeltransistors verbunden ist.
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Patentansprüche

1.   Bildaufnahmevorrichtung mit:
einer Vielzahl von Pixel, jeweils umfassend einen
Übertragungstransistor, der konfiguriert ist zum Über-
tragen von elektrischen Ladungen, die durch foto-
elektrische Wandlung erzeugt werden, einen Pixel-
transistor mit einem Gate, an das die elektrischen
Ladungen eingegeben werden, und einen Rücksetz-
transistor, der konfiguriert ist zum Rücksetzen des
Gates des Pixeltransistors; und
einem Differentialverstärker mit einem Differential-
transistor und einer Stromquelle, wobei der Differenti-
altransistor ein Differentialpaar mit dem Pixeltransis-
tor bildet und ein Gate aufweist, an das ein Rampen-
signal eingegeben wird, wobei die Stromquelle elek-
trisch mit dem Differentialpaar verbunden ist,
gekennzeichnet durch ein Scheinpixel mit einem
Scheinpixeltransistor, bei dem ein Hauptknoten elek-
trisch mit einem Hauptknoten des Pixeltransistors
verbunden ist und ein anderer Hauptknoten elektrisch
mit einem anderen Hauptknoten des Pixeltransistors
verbunden ist.

2.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei jedes der Vielzahl von Pixel zusätzlich einen
Auswahltransistor auf einem elektrischen Pfad zwi-
schen dem anderen Hauptknoten des Pixeltransis-
tors und der Stromquelle aufweist, und
wobei ein Scheinpixelauswahltransistor auf einem
elektrischen Pfad zwischen dem anderen Hauptkno-
ten des Scheinpixeltransistors und der Stromquelle
bereitgestellt ist.

3.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 2,
wobei der andere Hauptknoten des Pixeltransistors
über den Auswahltransistor mit einer ersten Signal-
leitung verbunden ist, der eine Hauptknoten des Pi-
xeltransistors mit einer zweiten Signalleitung verbun-
den ist, der Differentialtransistor und der Pixeltransis-
tor das Differentialpaar mit der ersten Signalleitung
als gemeinsame Source bilden, und die Stromquelle
mit der ersten Signalleitung verbunden ist, und
wobei in einer Periode, in der einer des Rücksetz-
transistors und des Auswahltransistors eingeschaltet
ist, der Scheinpixeltransistor anstelle des Pixeltran-
sistors ein Differentialpaar mit dem Differentialtran-
sistor bildet, so dass der Scheinpixeltransistor in dem
Differentialverstärker ein Fließen eines Stroms be-
wirkt, der einen Ersatz für einen Strom des Pixeltran-
sistors darstellt.

4.     Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei in der Periode eine Spannung, die äquivalent
zu einer Spannung zu der Zeit einer Rücksetzung
des Gates des Pixeltransistors ist, an ein Gate des
Scheinpixeltransistors angelegt wird.

5.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 4,

wobei das Rampensignal an das Gate des Differen-
tialtransistors über eine erste Kapazität eingegeben
wird, und
wobei, wenn das Gate des Pixeltransistors zurückge-
setzt wird, das Gate des Differentialtransistors und
ein Hauptknoten des Differentialtransistors kurzge-
schlossen werden, so dass der Differentialverstärker
als Spannungsfolger arbeitet, um eine Spannung, die
äquivalent zu der Spannung zu der Zeit einer Rück-
setzung des Gates des Pixeltransistors ist, in einer
zweiten Kapazität zu halten, die mit dem Gate des
Scheinpixeltransistors verbunden ist.

6.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 5,
wobei in der Periode der Auswahltransistor einge-
schaltet ist und die Spannung zu der Zeit einer Rück-
setzung des Gates des Pixeltransistors gleichzeitig
durch Analog-Digital-Wandlung gewandelt wird, und
wobei in der Periode eine Referenzspannung an das
Gate des Scheinpixeltransistors angelegt wird und,
wenn eine Spannung des Gates des Pixeltransistors
niedriger ist als die Referenzspannung, der Pixeltran-
sistor ausgeschaltet wird.

7.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei das Scheinpixel zusätzlich einen Scheinpixel-
übertragungstransistor, einen Scheinpixelrücksetz-
transistor und einen Scheinpixelauswahltransistor
aufweist, und
wobei bis zum Ende einer Periode, in der der Über-
tragungstransistor eingeschaltet ist, nachdem der
Scheinpixelrücksetztransistor eingeschaltet wird, um
eine Spannung des Gates des Scheinpixeltransis-
tors zurückzusetzen, der Scheinpixelübertragungs-
transistor in einem AUS-Zustand ist.

8.     Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei ein Zähler mit einem Zählerwert, der in Syn-
chronisation mit dem Rampensignal steht, für jede
Spalte von Pixel bereitgestellt ist.

9.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, zusätzlich mit einem ersten Transis-
tor, der mit einem Hauptknoten des Differentialtran-
sistors verbunden ist.

10.   Bildaufnahmevorrichtung gemäß Anspruch 9,
zusätzlich mit einem zweiten Transistor, der mit dem
einen Hauptknoten des Scheinpixeltransistors ver-
bunden ist, wobei der erste Transistor und der zweite
Transistor ein Stromspiegelpaar bilden.

11.   Bildaufnahmesystem mit:
einer Bildaufnahmevorrichtung, und
einer Signalverarbeitungseinheit, die konfiguriert ist
zum Erzeugen eines Bilds unter Verwendung eines
Signals, das von der Bildaufnahmevorrichtung aus-
gegeben wird,
wobei die Bildaufnahmevorrichtung aufweist:
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eine Vielzahl von Pixel, jeweils umfassend einen
Übertragungstransistor, der konfiguriert ist zum Über-
tragen von elektrischen Ladungen, die durch foto-
elektrische Wandlung erzeugt werden, einen Pixel-
transistor mit einem Gate, an das die elektrischen
Ladungen eingegeben werden, und einen Rücksetz-
transistor, der konfiguriert ist zum Rücksetzen des
Gates des Pixeltransistors; und
einen Differentialverstärker mit einem Differential-
transistor und einer Stromquelle, wobei der Differenti-
altransistor ein Differentialpaar mit dem Pixeltransis-
tor bildet und ein Gate aufweist, an das ein Rampen-
signal eingegeben wird, wobei die Stromquelle elek-
trisch mit dem Differentialpaar verbunden ist,
gekennzeichnet durch ein Scheinpixel mit einem
Scheinpixeltransistor, bei dem ein Hauptknoten elek-
trisch mit einem Hauptknoten des Pixeltransistors
verbunden ist und ein anderer Hauptknoten elektrisch
mit einem anderen Hauptknoten des Pixeltransistors
verbunden ist.

12.   Verfahren zum Ansteuern einer Bildaufnahme-
vorrichtung, wobei die Bildaufnahmevorrichtung auf-
weist:
eine Vielzahl von Pixel, jeweils umfassend einen
Übertragungstransistor, der konfiguriert ist zum Über-
tragen von elektrischen Ladungen, die durch foto-
elektrische Wandlung erzeugt werden, einen Pixel-
transistor mit einem Gate, an das die elektrischen
Ladungen eingegeben werden, und einen Rücksetz-
transistor, der konfiguriert ist zum Rücksetzen des
Gates des Pixeltransistors; und
einen Differentialverstärker mit einem Differential-
transistor und einer Stromquelle, wobei der Differenti-
altransistor ein Differentialpaar mit dem Pixeltransis-
tor bildet und ein Gate aufweist, an das ein Rampen-
signal eingegeben wird, wobei die Stromquelle konfi-
guriert ist zum Liefern eines Stroms, der in dem Dif-
ferentialpaar fließt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren auf-
weist:
Ermöglichen, dass in einer Periode, in der einer
des Rücksetztransistors und des Übertragungstran-
sistors eingeschaltet ist, ein Scheinpixeltransistor an-
stelle des Pixeltransistors ein Differentialpaar mit
dem Differentialtransistor bildet, so dass der Schein-
pixeltransistor in dem Differentialverstärker ein Flie-
ßen eines Stroms bewirkt, der einen Ersatz für einen
Strom des Pixeltransistors darstellt; und
Ausführen einer Analog-Digital-Wandlung einer
Spannung des Gates des Pixeltransistors basierend
auf einem Ergebnis eines Vergleichs, der durch den
Differentialverstärker bezüglich der Spannung des
Gates des Pixeltransistors und des Rampensignals
durchgeführt wird.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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